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炭素濃度の定量分析に最も汎用的に用いられている FTIR( EOl凶1汀泊rie釘r 
工Tra釦nsfo侃rmlnfr悶~a恐恐恐a-胴色色.
た。なお、これらのサンプルを切り出したシリコン単結品は、いず
れも成長方向<100> 、 p型、抵抗率約100 ・ cm、直径5"~ である o
Fig.2-2中のCZ四 IGサンプルは、 LOCOS形成領域付近の酸素濃度を
































①高温熱処理;11∞OC X 4hr in dry O2 
②低温熱処理;5500C→(lOC/min)→9500C、9500CX 1hr in N2 
































































は、 l枚のサンプルにつき 3点ずつ行ない、各基板条件毎に 2枚ず
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わかる O これは、 field四Si02膜が厚くなるほとミ<100>方向への酸化反応
の方が、 Si3'N4~莫を持ち上げてのく110>方向への酸化反応に比較して
圧倒的に優勢であることに起因するためと考えられる O また、 Fig.3-
3の単位LOCOS周辺長さ当りの欠焔密度は、 fiεld-Si02膜厚に比例して



















































































類推したものである o Fig.3-7から、 LOCOS端に形成された転位ルー
プの密度は、しBXと同一のLOCOS構造で最も高く、次いでL札、し
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上記各成分は以下の式で与えられることがわかっている O 840) 
J d，n = qDn (ni
2 
/ N ALn) {exp( -Eg / kT) -1} 式(4-1)
Jf! = q (niW /τ) {exp( -E(J /2kT)司 1}式(4-2)g/ '---.l-~ g 
J sg= q SOni Ws {exp( -Eg /2kT)ω1 }(L/A) 式(4ω3)
ここで、 qは電荷量、 Dnは電子の拡散係数、日iは真性キャリア濃度、
NAはアクセプタ濃度、 Lnは電子の拡散長さ、 Wは 中高、 τ gは
成ライフタイム、 s。は表面再結合速度、 WsはSi/Si02界面付近での空





























たサンプルを作製した O これらのサンプルに施したお処理は、第 2
で採用した熱処理条件と同様で、以下に示す3段熱処理であった。
①高温熱処理;1100 oc X 4 hrin dry O2 
②低温熱処理;5500C→(r oC/min)→9500C、9500CX 1 hr in N2 




































































JL Lr.ocos + J S SωCOS ロ JLOCOS







J LOCOS : LOCOSパターン測定値、 JFlAT:乱，ATパターン測定値
これらの連立式から、周辺成分及び面積成分は、
JL口 (JLOCOSS乱立田 JFLATSωCOS) / (LLOCOS SFLAT 四 LFLATSLOCOS) 式(4-6)


























































































































































































4 . 4 . 2 grown-トト削叩.
grown-m欠陥(にCOP町)がp卯n接合 1リj一ク電流に及Jぼます影響について調査












































4 . 4 . Physical Dimensionの影響
Fig.4-7から、 PhysicalDimensionの影響の調査を目的としてe/sl福を
振ったLOCOSパターンに於いては、 e /s=0.5/1(μm)の場合に最もpn
接合リーク電流の周辺成分は高くなり、 e /s =1/1 (μm)とe/s=2/1、
4/1(μm)の3種類のLOCOSパターンの測定値は、ほほ同レベルにあ












































されるため当然困難であると考えられる O また、この場合、 <110>方
向に一列並んだ原子群全てを、 Fig.4-9(a)と同じく同時に滑らせるた
めには、 LOCOS端の応力は余りに局部的である o (001)面と交差する
全ての{111}面は、 LOCOS端に対して450 傾いているため、どの{111}
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える o Abeら9)は、 CZとFZの両方の単結品育成方法により作製された
ウェーハを貼り合わせた際に接合界面に形成された非品質層について















ない o ~pち、非品質層の形成を制御するためには、 2 次要因である
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バルク中の酸素の外方拡散を誘起する 1次要因を特定することが重
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Fig.6-1 実験の概略フ由一
Table 6-I . 実験に使用した貼り合わせウェーハ一貫
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。、j、
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HO-1 -"'1.0X1017 4.5 H20:HF =9:1， 1 min 
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た。 X線トポグラフでは、 CuKα による220反射のX線を用いた。ま
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これらの抵抗率の変化は、キャリヤの移動度が応力の影響を受ける 14)
ことに起関していると考えられている o SR測定により得られた抵抗
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1/で1= 1/τb十 1/τS 式(9-1)



























たことが結論付けられる o Yangら1勺ま、本実験と同様な 2本のレー
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